
А.Ф. Иоффе родился 29 октября 1880 г. в неболь-

шом городке Ромны Полтавской губернии. 

В Ромнах не было гимназии — имелось лишь 

мужское реальное училище, в которое он и посту-

пил. Физикой Иоффе заинтересовался еще в училище, 

благодаря преподавателю физики Милееву, который 

в студенческие годы слушал лекции самого Менделее-

ва. Но Иоффе часто подчеркивал, что: уровень препо-

давания в училище был очень низким. Как известно, до 

революции для поступления в университеты необхо-

димо было знание древних языков, которые препода-

вались только в гимназиях. Поэтому по окончании ре-

ального училища А.Ф. Иоффе остановил свой выбор на 

Петербургском технологическом институте, в котором, 

по его мнению, в наибольшей степени можно было на-

учиться физике. В этом институте преподавали выдаю-

щиеся ученые, в частности И.И. Боргман, Н.А. Гезехус, 

Б.Л. Розинг и др. В Технологическом институте Иоффе 

занимался еще и чисто инженерными работами, в ос-

новном во время летней практики. 

Дата рождения: 29 октября 1880 г.

Место рождения: г. Ромны, Полтавской губернии 

Подданство: Российская империя

Дата смерти: 14 октября 1960 г.

Место смерти: г. Ленинград

Абрам Федорович Иоффе

(29 октября 1880 г. Ромны, Полтавской 
губернии. – 14 октября 1960 г.)

Абрам Федорович

Иоффе

По окончании Технологического института (1902 г.) 

А.Ф. Иоффе, заручившись рекомендациями Н.А. Гезеху-

са и директора Палаты мер и весов профессора Н.Е. 

Егорова, направился в Мюнхен, где в те годы рабо-

тал В.К. Рентген. В годы работы в лаборатории Рентге-

на (1903–1906) А.Ф. Иоффе выполнил ряд крупных ис-

следований. К их числу нужно отнести прецизионный 

эксперимент по определению «энергетической мощ-

ности» радия. Работы А.Ф. Иоффе по механическим 

и электрическим свойствам кристаллов, выполненные 

в мюнхенские годы, носили систематический харак-

тер. В процессе их проведения на примере кристал-

лического кварца им был изучен и правильно объяс-

нен эффект упругого последействия. Изучение элек-

трических свойств кварца, влияния на проводимость 

кристаллов рентгеновских лучей, ультрафиолетово-

го и естественного света привели А.Ф. Иоффе к откры-

тию внутреннего фотоэффекта, выяснению пределов 

применимости закона Ома для описания прохожде-

ния тока через кристалл и исследованию своеобраз-

ных явлений, разыгрывающихся в приэлектродных об-

ластях. Все эти работы Иоффе закрепили за ним репу-

тацию физика, глубоко вдумывающегося в механизмы 

изучаемых им процессов и с исключительной точно-

стью проводящего опыты, расширяющие представле-

ния об атомно-электронных явлениях в твердых те-

лах. После блестящей защиты докторской диссерта-

ции в Мюнхенском университете в 1905 г., А.Ф. Иоффе 

отказывается от предложения своего учителя Рентгена 

остаться в Мюнхене для продолжения совместных ис-

следований и преподавательской работы, и возвраща-

ется в Россию. 

С 1906 г. А.Ф. Иоффе начал работу в должности старше-

го лаборанта (эта должность примерно соответству-

ет должности старшего преподавателя в советское 

время) в Петербургском политехническом институте. 

В физической лаборатории института, которую воз-

главлял В.В. Скобельцын, Иоффе в 1906–1917 гг. были 

выполнены блестящие работы по подтверждению эйн-

штейновской квантовой теории внешнего фотоэффек-

та, доказательству зернистой природы электронного 

заряда, определению магнитного поля катодных лу-

чей (магистерская диссертация Петербургский уни-

верситет, 1913 г.). Наряду с этим А.Ф. Иоффе продол-

жил и обобщил в докторской диссертации (Петроград-

ский университет, 1915 г.) начатые еще в Мюнхене ис-

следования по упругим и электрическим свойствам 
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кварца и некоторых других кристаллов. За эти и неко-

торые другие исследования Академия наук в 1914 г. на-

градила А.Ф. Иоффе премией им. С.А. Иванова. К этим 

важнейшим циклам исследований А.Ф. Иоффе, доба-

вим еще два: Одно из них — теоретическая работа 

ученого, посвященная тепловому излучению, в кото-

рой получили дальнейшее развитие классические ис-

следования М. Планка. Другая работа, также была вы-

полнена им в физической лаборатории Политехниче-

ского института в соавторстве с преподавателем это-

го института М. В. Миловидовой-Кирпичевой. В работе 

исследовалась электропроводность ионных кристал-

лов. Результаты исследований по электропроводно-

сти ионных кристаллов были впоследствии, уже после 

окончания первой мировой войны, с блеском доложе-

ны А.Ф. Иоффе на сольвеевском конгрессе 1924 г., вы-

звали оживленную дискуссию у его знаменитых участ-

ников, и получили их полное признание. 

Наряду с интенсивной исследовательской рабо-

той, А.Ф. Иоффе много сил и времени уделял препо-

даванию. Он читал лекции не только в Политехниче-

ском институте, профессором которого стал в 1915 г., 

но также на известных в городе курсах П.Ф. Лесгафта, 

в Горном институте и в университете. 

Однако самым главным в этой деятельности Иоффе 

была организация в 1916 г. семинара по новой физи-

ке при Политехническом институте. Именно в эти годы 

А.Ф. Иоффе — сначала участник, а потом и руководи-

тель семинара — выработал тот замечательный стиль 

ведения такого рода собраний, который создал ему за-

служенную известность и характеризовал его как гла-

ву школы. Семинар Иоффе в Политехническом инсти-

туте по праву считается важнейшим центром кристал-

лической физики. 

По инициативе А.Иоффе в октябре 1918 был создан фи-

зико-технический отдел в Рентгенологическом и ради-

ологическом институте в Петрограде, а в 1921 г., его 

физико-технический отдел выделился в самостоятель-

ный Государственный физико-технический рентгено-

логический институт (ФТИ), который более трех деся-

тилетий и возглавлял А.Ф. Иоффе (в настоящее время 

носит имя Иоффе).

Наряду с созданием ФТИ, А.Ф. Иоффе принадлежит за-

слуга организации в 1919 г. при Политехническом ин-

ституте факультета нового типа: физико-механическо-

го, деканом которого он также был более 30 лет. На-

учная работа А.Ф. Иоффе была сосредоточена в сте-

нах ФТИ, одной из лабораторий которого он неизмен-

но заведовал, хотя тематика ее исследований, как и на-

звание, претерпели изменения. В 20-е годы основным 

направлением работы было изучение механических 

и электронных свойств твердого тела.

Еще в 1916 году он экспериментально доказал суще-

ствование ионной проводимости в кристаллах. Про-

вел ставшие классическими исследования пластиче-

ской деформации рентгеновским методом. Изучал 

механические свойства кристаллов и установил, что 

характер разрушения кристаллов при данной темпе-

ратуре определяется соотношением между преде-

лом текучести и пределом прочности; это открытие 

имело большое значение для техники. Абрам Иоффе 

объяснил реальную прочность кристаллов (1922). Ре-

шил задачу об электрических аномалиях кварца, по-

казав, что они связаны с образованием объемных за-

рядов внутри кварца. Показал сильное влияние не-

значительных примесей на электропроводность ди-

электриков.
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Из всего широкого спектра физических и физико-тех-

нических исследований, которыми занимались в ФТИ, 

для нас особый интерес представляют работы по фи-

зике диэлектриков и механизму их электропроводно-

сти. Своими корнями они связаны с дореволюционны-

ми работами А. Ф. Иоффе на эту тему, начатыми в лабо-

ратории Рентгена в Мюнхене. Строительство электро-

станций и линий передач, нужды кабельной промыш-

ленности (представленной в Ленинграде крупнейшим 

заводом этого профиля «Севкабель») требовали дей-

ственной помощи от физиков. Именно это направ-

ление прикладных исследований – изучение усло-

вий протекания пробоя диэлектриков, их изолиру-

ющих свойств при гигантских напряжениях – возгла-

вил А. Ф. Иоффе в рамках отдела общей физики. К ра-

ботам в этом направлении он привлек A. Ф. Вальтера, 

Б. М. Гохберга, Н. Н. Семенова, B. А. Фока – своих учени-

ков и сотрудников по ФТИ и по физико-механическому 

факультету ЛПИ. Однако отдел нуждался в значительно 

большем числе энергичных научных работников.

В 20-е годы физика диэлектриков переживала пору ин-

тенсивного развития. К концу прошлого века работа-

ми прежде всего Варбурга было доказано, что перенос 

тока в стекле производится ионами натрия. Оказалось, 

что для стекла и других твердых диэлектриков с доста-

точной точностью соблюдается закон Фарадея. Что ка-

сается закона Ома, то от него имелись существенные 

отступления. В широком интервале температур была 

неясна зависимость электропроводности от темпера-

туры. Сотрудники лаборатории А. Ф. Иоффе включи-

лись в этот комплекс вопросов, волновавших его в тот 

момент. 

В своих работах предреволюционного периода А. Ф. 

Иоффе установил, что основное падение (скачок) по-

тенциала приходится в некоторых диэлектриках на 

приэлектродные области. Считалось, что такой эф-

фект имеет место лишь при высоких температурах. 

При этом основное внимание уделялось исследова-

ниям приэлектродного слоя, методам измерения его 

толщины и определению падения напряжения на нем. 

Исследователи вплотную подошли к проблеме пробоя 

диэлектриков.

К тому времени большое распространение получила 

тепловая теория пробоя, восходящая к работам Ро-

говского и Кармана и получившая полное заверше-

ние в серии исследований, выполненных в ФТИ Н. Н. 

Семеновым, А. Ф. Вальтером, В. А. Фоком и их колле-

гами. В условиях, когда тепло, выделяемое при про-

хождении тока через диэлектрик, не полностью от-

водится за его пределы, идет разогрев образца, вы-

зывающий увеличение тока и соответствующее воз-

растание джоулева тепла. Процесс лавинообразно 

нарастает вплоть до пробоя (термическое разруше-

ние диэлектрика). Однако при низких температурах, 

достаточной площади поверхности электродов и не 

слишком больших толщинах образца пробой осу-

ществляется не за счет теплового воздействия, а в ре-

зультате какого-то иного механизма. Поскольку в ис-

следованных диэлектриках электронной проводимо-

сти не наблюдалось, А. Ф. Иоффе, И. В. Курчатов и К. Д. 

Синельников выступили с поддержкой и расширени-

ем выдвинутого несколько ранее А. Ф. Иоффе пред-

положения о том, что пробой происходит в резуль-

тате развития ионной лавины, приводящей к ударной 

ионизации. Соответствующая идея состояла в том, что 

длина свободного пробега иона в кристалле доста-

точна для накопления энергии, необходимой для вы-

бивания нового иона. Если, однако, испытуемые об-

разцы достаточно тонки, так что на пути иона к элек-

троду «укладывается» всего несколько длин свобод-

ного пробега, лавина не успевает принять масшта-

бы, соответствующие пробою. Значит, должен иметь 

место эффект возрастания пробивного напряжения 

с уменьшением толщины образца. Опыты подтверди-

ли, казалось бы, существование этой тенденции. А от-

сюда вытекали широкие возможности для техниче-

ских применений – создание высоковольтных слои-

стых изоляторов, составленных из тонких изолиру-

ющих прослоек (типа стекла, слюды, олифы и т. д.), 

а также высоковольтных «аккумуляторов». Специаль-

ная лаборатория, возглавляемая А. Ф. Иоффе, которая 

так и называлась: «Лаборатория высоковольтного ак-

кумулятора» вела исследования особенностей про-
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и его лаборатория в ФТИ стала лабораторией полу-

проводников. В 1950 г. А. Ф. Иоффе разработал тео-

рию, на основе которой были сформулированы тре-

бования к полупроводниковым материалам, исполь-

зуемым в термо-батареях и обеспечивающим получе-

ние максимального значения их КПД. Вслед за этим в 

1951 г. Л. С. Стильбансом под руководством А. Ф. Иоф-

фе и Ю. П. Маслаковца был разработан первый в мире 

холодильник. Это послужило началом развития но-

вой области техники – термоэлектрического охлаж-

дения. Если попытаться составить список научных 

и гражданских достижений Абрама Федоровича Иоф-

фе, то в него можно было бы включить следующие ос-

новные позиции: Измерение заряда электрона. Обна-

ружение и измерение магнитного поля катодных лу-

чей. Открытие внутреннего фотоэффекта кристаллов. 

Открытие и исследование механизма электропро-

водности ионных кристалов. Объяснение величины 

реальной прочности кристаллов («эффект Иоффе»). 

Открытие эффекта прерывистой деформации кри-

сталлов, сопровождаемой акустической эмиссией. 

Создание теории туннельного выпрямления на гра-

нице металл-полупроводник. Исследование электро-

проводности полупроводников в сильных и слабых 

полях. Абрам Иоффе – один из инициаторов создания 

Дома ученых в Ленинграде (1934). В начале Отече-

ственной войны назначен председателем Комиссии 

по военной технике, в 1942 – председателем воен-

ной и военно-инженерной комиссии при Ленинград-

ском горкоме партии. В декабре 1950, во время кам-

пании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был 

снят с поста директора и выведен из состава учено-

го совета института. В 1952–1955 годах возглавлял ла-

бораторию полупроводников АН СССР. В 1954 на ос-

нове лаборатории организован Институт полупрово-

дников АН СССР. В 1964 – перед зданием ЛФТИ уста-

новлен памятник А. Иоффе. На зданиях, где работал 

Абрам Иоффе, установлены мемориальные доски. Ав-

тор работ по экспериментальному обоснованию тео-

рии света (1909–1913), физике твердого тела, диэлек-

трикам и полупроводникам, Иоффе был редактором 

многих научных журналов, автором ряда моногра-

фий, учебников и популярных книг, в том числе «Ос-

новные представления современной физики» (1949), 

«Физика полупроводников» (1957) и другие. Заслу-

женный деятель науки РСФСР (1933), лауреат Сталин-

ской премии (1942), Ленинской премии (посмертно, 

1961). Герой Социалистического Труда (1955). 

Абрам Федорович скончался 14 октября 1960 г., две 

недели не дожив до своего 80-летия. В честь Абрама 

Иоффе был назван кратер Иоффе на Луне и научно-ис-

следовательское судно «Академик Иоффе». Основные 

произведения: Физика кристаллов (1929 г.) Физика по-

лупроводников (1957).   

боя в тонких слоях, развивались методики получения 

таких слоев и способы измерения их толщины и т. д. 

Все это делалось в надежде на возможность реализа-

ции указанных выше технических выходов. Стоит за-

метить, что эта надежда была подкреплена рядом ра-

бот за рубежом (в первую очередь в Германии), в ко-

торых подтверждался эффект электрического упроч-

нения.

Дальнейшие теоретические и экспериментальные ис-

следования показали, что концепция ионной лавины и 

результаты соответствующих опытов должны быть пе-

ресмотрены, поскольку в последние вкралась систе-

матическая ошибка при определении толщины изу-

чавшихся слоев.

Начало 30-х годов ознаменовалось переходом ФТИ 

на новую тематику. Одним из основных направлений 

стала ядерная физика. А. Ф. Иоффе непосредственно 

ею и занимался, но наблюдая стремительный подъ-

ем этой области физики, быстро оценил ее грядущую 

роль в дальнейшем прогрессе науки и техники. Поэ-

тому с конца 1932 г. физика ядра прочно вошла в те-

матику работ ФТИ. Он является создателем новой на-

учной школы, давшей многих выдающихся советских 

физиков, таких как А. Александров, Я. Дорфман, П. Ка-

пица, И. Кикоин, И. Курчатов, Н. Семенов, Я. Френ-

кель и другие. С начала 30-х годов собственная на-

учная работа А. Ф. Иоффе сосредоточилась на дру-

гой проблеме – проблеме физики полупроводников, 
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